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SPOSDB WYTWARZANIA WIELKOCZASTECZKOWEGO MATERIALU PRZEWODZACEGO PRAD ELEKTRYCZNY

Przedmiotem wynalazku jest sposdéb wytwarzania wielkoczgsteczkowego materiatu przewo~
dzecego pred elektryczny, w postaci folii o wlasncéciach anizotropowych, stosowanego jako
material na édciezki przewodzgce lub material na éciezki coporowe w potencjometrach lub de-
tektorsch oporowych promieniowanie.

Patent gléwny nr 116 850 dotyczy sposabu uytuirznnie wielkoczgsteczkowego materialu
przewodzgcego pred elektryczny w postaci folii drog9 odparowania rozpuezczelnika z roztworu
polimeru 1 domieszki substencji organicznych. Sposéb ten polege ne rozpuszczeniu pclimeru
w rozpuszczalniku organicznym crsz ne dodeniu 0,01 - 5,0% masowych w stosunku do polimeru
domieszki substancji orgenicznych ¢ maltych cig2arach czgeteckkowych zdolnych do twaorzenies
wysokopraewodzgcege kompleksu z przeniesieniem ladunku, ps czym przewodzecy kcspleks z prze~
nissieniem ladunku poddaje sig¢ krystalizacji w folii w trakcie odparowywanis rozpuszczal-
nike na podlozu o tek dobranej temperaturze, aby po calkowitym odparoweniu rozpuszczalnika
powstala folia 22o2one z polimeru 1 rozproszonej w niej sieci elementéw krystalicznych de-
mieszki, Przewadnictwo tak otrymanej folii jest izotropowe w plaszczyinie folii, czyli nie-
zelezne od kisrunku przylozonego napigcia i polega na przeplywie prgdu elektrycznege przez
krystaliczne struktury kompleksu z przeniesiecniem ladunku, tworzece réwnomierng siec¢ morfo-
logiczng w calej objetodci folii.

Stwierdzono niecczekiwanie, 2e modyfikacje procesu krystelizacji wysskcprzewadzecege
kompleksu z przeniesieniem ladunku zezwala na uzyskanie jakodciowo nowege nieznanego doted
typu materialu wielkoczesateczkowego przewodzgcego prgd elektryczny, charsicteryzujecego sig
eilng anizotroplie przewsdnictws.

Znane materialy o aniztropowym przewcdnictwis elektrycznym sg monskrysztalami kosplek=-
séw z przeniesienism ladunku jedynie zwigzkéw orgenicznych o meiym cig2srze czgsteczkowya.
W saterialach tych przewodnictwo w kierunku réznych osi krystalagraficznych jest réins, o
maksymalne stosunki przewcdnictw w réznych kierunkuch nie przokr.cznjq 10,
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Sposéb wytwarzania wielkoczgeteczkowego materiatu przewodzgcego prgd elektryczny wedlug
wynalazku polega na tym, 2e polimer rozpuszczony w rozpuszczalniku organicznym wrez z do-
mieszke wysckoprzewodzgcego komplskeu z przenieeieniem ladunku poddaje ei@ gradientowemu,
strefowesu zestalaniu ns podloiu przez odparowsnie rozpuszczalniks, w trakcie ktérege zachodzi
krystalizacje kompleksu w postaci cienkich éclezek krystalicznych tworzgcych w matrycy po-
limerowej uklad éciezek przewodzgcych, majecych kierunek w przyblizeniu prostopadly do prze~
mieszczajoce] sie wzdluz folii strefy zestalenia, Dzigki orientacji dclezek przewodzecych
w tak wytworzonej folii uzyskuje sie duze réinice przewodnictwa pradu elektrycznogo wzdluz
écie2ek 1 w kierunku do nich prostopadiym.

Gradientowe, strefowe zestalanie folii wedlug wynalazku jest realizowane przez prze-
mieszczanie wzdiuz folii granicy odpnro&ywania rozpuezczalnika, ne przyklad drogg stopnio-
wego odstsnianie powierzchni wylanego na pltyte szklsng roztworu lub droge odparowywanis roz-
puszczalnike z roztworu wylanegc pomiedzy dwie rdéwnolegle plyty ezklane oraz przez wytworze-
nie przemieszczajgcego eig grbdientu temperatury podloza, na ktére wyleny byl roztwér.

‘Material przewodzecy anizotropowc otrzymany sposcbem wedlug wynalezku posiada te zale-
te w stosunku do materielu przewodzgcego izotropowo, 2e éciezki przewodzgce z takiego ma-
teriatu mogq byé nenoszone na podioze metelowe lub krzyzowsé si@ bez dodatkowej izolacji.
Naedto spoeéb wediug wynalazku moze byé wykorzyltony do -ytworzlnta mikroobwodéw elektrycz-
nych zestepujecych cbwody drukowane.

Ni2ej podany przykiad ilustruje blizej eposéb wadlug wynelazku nie egraniczajgc jego
zakresu., '

Przyk?1taed, 100 czedci mescwych poliwgglanu rozpuszczeno w 2500 czgedéclach meso-
wybh orto-dwuchlorobenzenu w temperaturze 420 K, po czym dodenc 1,27 czeédci masowych czte-
rotictetracenu 1 0,73 czgsci masowych cztorochanochinoduunotaﬁu\1 réwnie2 rozpuszczono w
temperaturze 420 K, Tak przygotowany roztwér wylsnc na piyte szklang o temperaturze 390 K.
Roztwér przykryto elastyczng folig aluminiowg. Folig aluminiowe zwijeno w ustalonym kie-
runku odeteniasjec stopniowo roztwér, co powodowalo przesuwanie strefy zestalania sig poli-
meruy 1 kryetalizacji kompleksu. Otrzymanc folig¢ o gruboédci 40.10'61 posiedajgcq lekkc zie-
lone zabarwienie, wykazujecq przewodnictwo w temperaturze pokojowej rzedu 10-30!-1CI- w
kierunku éclezek oraz 10'1°ﬂl"1c:l|'1 w kierunku prostopadlym /enizotropia rzedu 107/.

Zastrzez2enie patentowe

Sposéb wytwarzenia wielkoczgsteczkowego materialu przewadzgcego prgd elektryczny po-
legajacy ne rozpuszczeniu polimeru w takim rozpuszczelniku orgsnicznys, w ktérym domieszki
bedy si¢ reczpuszczely w wyeckiej temperaturze, nie wyiszej jednak nii temperature wrzenia
rozpuszczelnike ;.ud normelnym ciénieniem lub tempereture w jakie] zachodzi destrukcje ter-
miczne polimeru albo domieszki, & nastgpnie na dodaniu 0,01 -~ 5,0% masowych w stosunku do
polimeru domieszki substancji organicznych o malych masach czgsteczkowych zdolnych do twoe-
rzenia wysckopraewcdzgcego kompleksu z przeniesieniem ladunku oraz na krystalizecji w folii
wysokaoprzewodzacego kompleksu z przeniesieniee ladunku ne podlo2u o odpowiednio dobranej
temperaturze wediug patentu nr 116 850, z na mienny tym, 26 polimer poddaje sig
gradientoweau, strefowemu zestaleniu ptzez odparowanie rozpuszczalnike tak, aby krystsli=
zacja wysckoprzewsdzecego kompleksu zachodzilte w postaci cilenkich éciezek krystalicznych
tworzgcych w matrycy polimerowej ukted éclezek przewodzecych o kierunku w przybliZeniu pro=-
stopadiym do przemieszczajqcej sig wzdiluz folii strefy zestalanis.
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